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Resumo: Tendo em vista este crescente aumento da importéncia dos
LAPROT, estamos desenvolvendo um aplicativo educacional que simu
interface demonstrando assim para o usuario final, qual a importancia c
desenvolvimento de tecnologia de transistores MOSFET.

Contexto didatico:
Com a diminuigdo das dimensbes dos transistores, houve um aumento
integrados (Cl). De todas as fontes de ruido, o ruido de baixa frequéncia, que € i
a area do dispositivo, possui grande influéncia sendo ele o resultado da superposic
de ruido, predominantemente causado por Random Telegraph Signal (RTS). O r
atraves da oscilagéo discreta da corrente de dreno devido a captura e emissao de elé
raps, na interface Si — SiO2 (Figura 1). Em geral, um transistor possui varios fraps
adilhas presentes na interface com o 6xido de porta seguem uma distribuicédo de Poi
stante sensivel a temperatura e as condi¢des de polarizagao do transistor.
Estas armadilhas influénciam diretamente a intensidade da corrente que flui no ca
)ode ser visto na Figura 2. Quanto mais traps estiverem presentes no transistor,
de do sinal da corrente.
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